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MOSFET のサイズは、既に 100 nm を切る領域に到達しており、このような微細化されたデバイスの解析手法とし
て MC シミュレーション法が注目されている。本研究は、極微細 MOSFET の解析に威力を発揮するフルバンド MC























(5)EMCIMD 法を MOS 反転層電子輸送に応用し、そのため必要な鏡像法による力の計算法、カットオフ近似を補
正するための垂宜電界計算法などのアルゴリズムを提案している。応用例として、遮蔽効果の電子濃度依存性に
より引き起こされる MOS 反転層移動度のロールオフ現象、リモートイオン化不純物散乱が極薄ゲート絶縁膜
MOSFET の反転層電子移動度に与える影響を調べている。その結果、ゲート絶縁膜の薄膜化に伴い、ゲートリ
モートイオンによる界面ポテンシャルのゆらぎが、反転層移動度の低下をもたらすことを確認している。
以上のように、本論文は、モンテカルロ法を用いた半導体中のキャリア輸送シミュレーション方式の効率、精度に対
し大きな改善をもたらし、また同技術を用いて極微細 Si-MOSFET の電気伝導や信頼性に関わる多くの知見を明らか
にしたもので、半導体デ、バイスシミュレーション技術、ひいては電子工学の発展に貢献するところが大きい。よって、
本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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